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[はじめに] Mg2Si は、室温で約 0.6eV のバンドギャップを持つ間接遷移型半導体で、その構成元

素は地殻埋蔵量が豊富なため、大量生産に適する赤外受光素子用の半導体として期待できる[1-3]。

我々は、高純度原料を用いて、室温キャリア濃度が 10
15

cm
-3台の n 型単結晶を得ることに成功し

ている[1,2]。一方、Mg2Si を赤外受光素子の基板として用いるには、転位やモザイク構造の発生を

抑制した高品質結晶が不可欠である。また、理論計算からドナー性の格子間 Mg が生成し易いと

の報告があり[4]、点欠陥と残留キャリア濃度の関係も明らかにする必要がある。我々は前回、高

純度 Mg2Si結晶に熱処理を施し、キャリア濃度が低下したことを報告した[5]。そこで本発表では、

熱処理条件を変化させ、より詳細に熱処理とキャリア濃度の関係を調べたので報告する。 

[実験方法] 結晶の成長は垂直ブリッジマン法を用いた。PGコート黒鉛るつぼに、Mg(5N)、Si(10N)

を入れ Arガスと共に石英アンプルに封入した[1,2]。成長結晶を切り出し、Arを 520～560Torr封入

した石英アンプル内に試料を入れ 400℃〜650℃の温度範囲で 5h〜50hの熱処理を行った。熱処理

前後の結晶の電気特性をホール効果測定によって評価した。 

[結果と考察] 表 1と図 1に熱処理前後のホール測定結果を示す。400℃、500℃での熱処理では、

キャリア濃度に有意な変化は見られなかったが、550℃以上の熱処理ではキャリア濃度が低下した。

これにより、550℃以上の熱処理によりドナー性の格子間 Mgの濃度が低減された可能性が示唆さ

れる。 
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550℃ 24h 8.1×10
15
 1.4×10

15
 

600℃ 12h 8.1×10
15
 7.4×10

14
 

650℃ 12h 8.1×10
15
 1.3×10

15
 

図 1. 熱処理温度によるキャリア濃度の変化 

表 1. 熱処理前後のキャリア濃度 
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